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Annotatsiya. Tezisda bipolyar tranzistorlar ularning tavsifi, ishlash prinsiplari to‘g‘risida malumotlar
keltirilgan.

Kalit so‘zlar: bipolyar tranzistorlar, gibrid integral sxema, elektron kuchaytirgich, kollektor, avtomatik
regulyatorlar.

Analog qurilmalarni asoiy sinflariga kiradilar: kuchaytirgichlar, analogli filtrlar va generatorlar, elektron va
avtomatik regulyatorlar, kuchlanishni analogli ko’paytirgichlari, o’zgartgishlar, ikkilamchi ta’minot
manbalari.

Konkret foydalanish sohasiga bog’liq ravishda analogli qurilmalar o’lchov, televizion, radio qabul giluvchi,
telefon, radio eshittirish va boshqalarga bo’linadi. Sinfga ajratishni qo’shimcha belgilari bo’lib ishchi
chastotalar diopazoni va sarf giladigan quvvati hisoblanadi. Foydalanilayotgan element bazasiga bog’liq
ravishda analog qurilmalar elektrovakumli tranzistorli va integralliga bo’linadi. Ularning ichida eng istigbolli
bo’lib integral analog qurilmalari hisoblanadi, ular yuqori ishonchlilikka kichik massaga hajmga va
tejamkorlikka ega.

Analog qurilma — gibrid integral sxema (keyingi matnda— GIS) asosidagi kuchaytirgich ishlab chigiladi.
Elektron kuchaytirgich — bu qurilma elektr signalini shaklini saglagan holda quvvatini oshirishga
mo’ljallangan. Kuchaytirgichlar radioelektron apparaturalarda eng ko’p tarqalgan qurilma hisoblanadi.
Kuchaytirgichni mikrosxema ko’rinishida ado etish aktual hisoblanadi. Integral mikrosxema (IMS)
tayyorlashda tehnologiya bo’yicha ikki yo’nalish farqlanqdi: yarim o’tkazgichli va gibrid (IMS) li. GIS o’z
tarkibida plyonkali passiv elementlar va osiladigan faol elementlarga ega va bir qator afzalliklarga ega: passiv
elementlarni har qanday qiymatlarini olish imkoniyatiga, parametrlarni haroratga kam darajada bog’ligligi
ishlab chiqarishni tashkil qgilishda uncha katta bo’lmagan harajatga egaligi va platani tayyorlashni oddiyligi.
Shu sababli GIS larda kuchaytirgichlarni loyihalash magsadga muvofig.

Bipolyar tranzistorlar.

Bipolyar tranzistor deb o’zaro tasirlashuvchi ikkita p-n o’tish va uchta elektrod (tashqi chiqgishlar)ga ega
bo’lgan yarim o’tkazgich asbobga aytiladi. Tranzistordan tok oqib o’tishi ikki turdagi zaryad tashuvchilar -
elektron va kovaklarning harakatiga asoslangan.

Bipolyar tranzistor p-n-p va n-p-n o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan uchta yarim o’tkazgichdan tashkil topgan
(1.1 a va b-rasm). Endilikda keng targalgan n-p-n tuzilmali bipolyar tranzistorni ko’rib chigamiz.
Tranzistorning kuchli legirlangan chekka sohasi (n+ - soha) emitter deb ataladi va u zaryad tashuvchilarni
baza deb ataluvchi o’rta sohaga (r - soha) injektsiyalaydi. Keyingi chekka soha (n - soha) kollektor deb ataladi.
U emiitterga nisbatan kuchsizroq legirlangan bo’lib, zaryad tashuvchilarni baza sohasidan ekstraktsiyalash
uchun xizmat qgiladi (1.2- rasm). Emitter va baza oralig’idagi o’tish emitter o’tish, kollektor va baza
oralig’idagi o’tish esa -kollektor o’tish deb ataladi.
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Tashqi kuchlanishmanbalari (UEB, UKB) yordamida emitter o’tish to’g’ri yo’nalishda, kollektor o’tish esa —
teskari yo’nalishda siljiydi. Bu holda tranzistor aktiv yoki normal rejimda ishlaydi va uning kuchaytirish
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2- rasm.

Agar emitter o’tish teskari yo’nalishda, kollektor o’tish esa to’g’ri yo’nalishda siljigan bo’lsa, u holda bu
tranzistor invers yoki teskari ulangan deb ataladi. Tranzistor ragamli sxemalarda qo’llanilganda u fo yinish
rejimida (ikkala o’tish ham to’g’ri yo’nalishda siljigan), yoki berk rejimda (ikkala o’tish teskari siljigan)
ishlashi mumkin .

Kuchlanish manbai USI ning ulanishi p—n o’tish kengligiga ham tasir ko’rsatadi, chunki o’tish kuchlanishi
kanal uzunligi bo’ylab turlicha bo’ladi. Kanal potentsiali uning uzunligi bo’ylab o’zgaradi: istok potentsiali
nolga teng bo’lib, stok tomonga ortib boradi, stok potentsiali esa USI ga teng bo’ladi. p—n o’tishdagi teskari
kuchlanish istok yaqinida ga, stok yaqinida esa teng bo’ladi. Natijada o’tish kengligi stok tomonda kattaroq
bo’lib, kanal kesimi stok tomoga kamayib boradi SHunday qilib, kanal orqali oqib o’tayotgan tokni UZI
kuchlanish giymatini (kanal kesimini o’zgartiradi) hamda USI kuchlanish giymatini (tok va kanal uzunligi
bo’ylab kesimni o’zgartiradi) boshqarishmumkin. Istok tomonda kanal kengligi berilgan UZI giymati bilan,
stok tomonda esa, UZI+ USI yig’indi qiymati bilan aniglanadi. USI giymati qancha katta bo’lsa, kanalning
ponaligi (klinovidnost) va uning qarshiligishuncha katta bo’ladi.Kanalning ko’ndalang kesimi nolga teng
bo’ladigan vaqtdagi zatvor kuchlanishi, berkilish kuchlanishi UZI.BERK. deb ataladi.

Kuchlanish berkilish kuchlanishiga UZI.BERK ga teng bo’ladigan vaqtdagi stok kuchlanishi to’yinish
kuchlanishi USL.TO’Y. deb ataladi. vaqtidagi tranzistorning ishchi rejimi tekis o’zgarish rejimi, vaqtidagi
tranzistorning ishchi rejimi esa to’yinish rejimi deb ataladi. To’yinish rejimida USI kuchlanish giymatining
ortishiga garamay IC tokining ortishi deyarli to’xtaydi. Bu holat bir vaqtning o’zida zatvordagi uZl
kuchlanishining ham ortishi bilan tushuntiriladi. Bu vaqtda kanal torayadi va IC tokini kamayishiga olib
keladi. Natijada IC dreyfrli o’zgarmaydi. Biror uch elektrodli asbob kabi, maydoniy tranzistorlarni uch xil
sxemada ulashmumkin: umumiy istok (Ul), umumiy stok (US) va umumiy zatvor (UZ). ui sxema keng
targalgan sxema hisoblanadi.
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